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Dane ogélne:

Pan Michat Stanistaw Bockowski urodzit si¢ 03-05-1964 r. w Milanéwku. Studia wyzsze ukonczyt
na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w 1989 r.
Studiowat na kierunku Fizyki Ciata Statego i uzyskat tytut zawodowy magistra inzyniera Podstawowych
Probleméw Techniki. Bezposrednio po studiach rozpoczat prace w Instytucie Wysokich Cisnien PAN
w Warszawie. Po 3-letnim okresie pracy na stanowisku asystenta Pan mgr inz. M. Bo¢kowski odbyt, w
latach 1992 — 1995, studia doktoranckie na Uniwersytecie Montpellier Il (Francja) w zakresie Materii
Skondensowanej; dziedzina: Materiaty Elektroniczne i Joniki Ciata Statego; specjalno$¢: Chemia
Materiatowa. Studia te zostaly ukoriczone z pomysinym wynikiem i uwieficzone uzyskaniem w 1995 r.
stopnia naukowego doktora Uniwersytetu Montpellier. W 1996 r. Pan dr inz. M. Bo¢kowski wrdcit do
IWC PAN na stanowisko adiunkta i pracuje na tym stanowisku do dzi§ prowadzac bardzo efektywnie
prace przy krystalizacji azotku galu metoda wysokoci$nieniowa (krystalizacja z roztworu) i
niskocisnieniowa (krystalizacja z fazy gazowej). Ponadto dr inz. M. Bockowski zajmuje sie
przygotowywaniem powierzchni krysztatdbw azotku galu do stanu umozliwiajagcego epitaksje.
Rownolegle w roku 2004 dr inz. M. Bockowski rozpoczat prace w Spétce TopGaN Sp. z 0.0. na
stanowisku technologa z bardzo podobnym zakresem obowigzkéw jak w IWC PAN. Poczawszy od
wrzeénia 2008 dr inz. Bo¢kowski jest Wiceprezesem Spotki TopGaN odpowiedzialnym za biezgce
prace Zarzgdu Spoétki w tym za realizacje projektéw naukowo-technologicznych i wdrozeniowych oraz
za prace zwigzane z krystalizacjg azotku galu.

Ocena osiagnie¢ naukowo-badawczych Habilitanta

Oceniajgc osiggniecia naukowo-badawcze recenzent musi rozstrzygnaé czy stanowig one
"znaczny wkiad habilitanta w rozwéj okreslonej dyscypliny naukowej" (Art. 16 ust.1 ustawy z dnia 14



marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki). W
tym wypadku taka dyscypling, okreslong przez Habilitanta, jest fizyka. Zgodnie z trescig
przediozonego wniosku osiggnieciem naukowym dr. inz. Bockowskiego jest jednotematyczny cykl 7
publikacji pod wspéinym tytutem "Ukierunkowany wzrost krysztatéw azotku galu na zarodziach
metodq krystalizacji wysokoci$nieniowej z roztworu atomowego azotu w galu". Wszystkie te 7 prac
(oznaczone w autoreferacie symbolami H1 - H7), bedace podstawg staran o nadanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych, ukazaly sie w jednym czasopi$mie Journal of
Crystal Growth w okresie 11 lat t.j. 2002 — 2012. Dzieki temu Habilitant osiagnat niezwykig zwartos¢ i
jednorodno$¢ tematyczng przedstawionego zbioru prac, ktérego zasadniczym celem byto zbadanie i
okreslenie optymalnej konfiguracji eksperymentalnej dla ukierunkowanego wzrostu azotku galu na
zarodziach, metodg krystalizacji wysokoci$nieniowej z roztworu atomowego azotu w galu.
Wymienione prace przedstawiajg nie tylko wyniki badan procesu krystalizacji ale réwniez droge
poszukiwania optymalnej technologii wytwarzania krysztatow azotku galu uzywanych jako poditoza do
budowy urzadzen optoelektronicznych (np. diod laserowych). Jest to niewatpliwa zaleta tego cyklu
prac.

S3 to prace wspodfautorskie jednak we wszystkich dr inz. M. Bockowski jest pierwszym autorem, a
z przedstawionych o$wiadczen pozostatych wspétautorow wynika, ze Jego udziat w publikacjach byt
wigkszo$ciowy. Habilitant planowat, wykonywat i analizowat wszystkie procesy krystalizacji
wysokocisnieniowej oraz przygotowywat i redagowat rekopisy prac.

Azotek galu jest materialem potprzewodnikowym o bardzo atrakcyjnych, z punktu widzenia
zastosowan, wiasciwosciach. Jednocze$nie materiat ten nie moze byé¢ otrzymywany w postaci
monokrystalicznej z wykorzystaniem konwencjonalnych metod krystalizacji. Na przeszkodzie stoi tu
bardzo wysoka (ponad 2500 K) temperatura topnienia tego zwigzku oraz stosunkowo niska (ok.
1300 K), przy normalnym ci$nieniu, temperatura jego rozktadu. Mimo tych trudnosci technologicznych
wiele czotowych laboratoriow prowadzi intensywne prace nad krystalizacjg, tego bardzo
perspektywicznego dla dalszego rozwoju elektroniki, materiatu. Polscy specjalisci majg w tej
dziedzinie bardzo warto$ciowe i konkurencyjne w skali $wiatowej osiagniecia. W$rod nich niewatpliwie
znajduje sig dr inz. Michat Bockowski. Oznacza to, ze wybdr tematyki badawczej oceniam jako
niezwykle trafny i uzasadniony.

Realizujgc  postawiony cel Habilitant przeszedt dlugg droge od ukierunkowanej
wysokociénieniowej krystalizacji GaN na bezdyslokacyjnych plytkach jako zarodziach do
ukierunkowanej krystalizacji w zupeinie nowej konfiguraciji, tzw. multi-feed-seed (MFS). Szczegdly
technologiczne tej metody przedstawiono w pracy H7. Istotnym osiagnigciem jest pokazanie, ze
mozliwa jest konwersja zarodzi do wysokoci$nieniowego krysztatu GaN, ktérego wiasciwosci sg
zdecydowanie lepsze od wiasciwosci zarodzi. Uzyskane krysztaly cechuje mniejsza gesto$é dyslokacji
oraz wysoka, przekraczajagca 5x10"°cm®, koncentracja nos$nikow. Warto podkreslic, ze
ukierunkowana krystalizacja GaN w konfiguracji MFS stanowi aktualnie podstawe otrzymywania
podtozy do budowy przyrzgdéw elektronicznych i optoelektronicznych w IWC PAN i TopGaN Sp. z o.0.
Metoda tg uzyskuje sig nie tylko monokrysztaty czystego GaN lecz takze krysztaty domieszkowane.



Jak wczesniej wspomniano wszystkie prace z cyklu skiadajgcego sie na osiggniecie naukowe,
stanowigce podstawe ubiegania sie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk
fizycznych ukazaly sie w czasopi$mie Journal of Crystal Growth. Nie jest to czasopismo, ktére
publikuje typowe prace fizyczne. Po blizszej lekturze prac H1 - H7 elementy fizyczne dotyczace
procesu krystalizacji i noszace cechy pewnych nowosci znajduje w 3 ostatnich pracach tj. H5, H6 i H7.
Dotycza one modelowania, za pomoca elementéw skoriczonych, przeplywow konwekcyjnych oraz
rozktadu izoterm. Pozostate prace majg, moim zdaniem, charakter czysto technologiczny. Oznacza to,
ze wkiad habilitanta do rozwoju fizyki jako dyscypliny naukowej nie jest tak imponujacy jak wynikato by
to z charakteryzujacych Jego dorobek naukowy parametréw bibliometrycznych (indeks Hirscha — 26,
ogodlna liczba cytowan — powyzej 2100). Do podobnego wniosku prowadzi analiza raportu cytowan
Habilitanta. Wszystkie prace z cyklu H1 — H7 pod wzgledem liczby cytowan lokujg si¢ ponizej progu
wyznaczonego indeksem Hirscha. Praca H1, na chwile obecng, byla cytowana 24 razy natomiast
prace H3, H5 i H6 majg ich po kilkanascie. Oznacza to, ze imponujgce parametry bibliometryczne
Habilitanta sg pochodng innych prac Jego wspétautorstwa. Moim zdaniem wybor fizyki jako dyscypliny
naukowej w tym postepowaniu habilitacyjnym nie jest najlepszg decyzjg Habilitanta. Moja ocena,
przedstawionego w pracach H1 — H7, osiggniecia naukowego bytaby znacznie wyzsza gdybym
dokonywat jej w kontekscie innej dyscypliny naukowej np. inzynierii materiatowej. Mimo powyzszych
uwag stwierdzam, ze osiggniecie naukowe Habilitanta przedstawione w cyklu publikacji H1 — H7 w
wystarczajacym stopniu spetnia wymogi okreslone w ustawie.

Biorac pod uwage pozostate kryteria oceny osiggnie¢ naukowo-badawczych Habilitanta
(okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 01 wrzes$nia 2011)
wyraznie wida¢ Jego dojrzatos¢ naukowg oraz ugruntowang pozycje w srodowisku tak krajowym jak i
zagranicznym. W bazie danych 1SI Web of Knowledge indeksowanych jest ponad 160 prac autorstwa
badz wspétautorstwa dr. inz. M. Bo¢kowskiego. Do momentu uzyskania stopnia naukowego doktora
tych prac byto 16. Oznacza to, ze na chwile obecng Jego dorobek publikacyjny jest 10-krotnie
wiekszy. Na liscie czasopism znajdujg si¢ tak renomowane czasopisma fizyczne jak Applied Physics
Letters (9 prac), Physical Review B (8 prac), Journal of Applied Physics (7 prac) czy Physica Status
Solidi réznych serii (16 prac). Daje to pokazng wartos¢ sumarycznego wspoétczynnika wptywu (impact
factor) publikacji naukowych wg. listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem publikacji —
216,515. Prace te cieszg si¢ uznaniem miedzynarodowego $rodowiska naukowego, co przejawia si¢
w imponujacej liczbie ich cytowan ponad 2134 (przed doktoratem tych cytowan tez byto duzo, bo az
380), co daje $rednig liczbe cytowan jednej pracy na poziomie 13,25. W tym miejscu warto podkreslic,
ze ta liczba jest wieksza od $redniej liczby cytowan jednej pracy przecietnego fizyka amerykanskiego.
Dopetnieniem tych bardzo wysokich wskaznikéw bibliometrycznych jest imponujacy, jak na warunki
polskie, indeks Hirscha — 26 (przy doktoracie — 6).

Pan dr inz. M. Bo¢kowski brat czynny udziat w 45 konferencjach naukowych, na ktérych wygtosit
19 zaproszonych referatéw. Byt wspodiredaktorem ksigzki "Technology of Gallium Nitride Crystal
Growth" wydanej przez wydawnictwo Springera w 2010 r. Ta pozycja literaturowa doczekata si¢ juz
tlumaczenia na jezyk rosyjski i zostala ponownie wydana w roku 2011 przez wydawnictwo
Technosfera. W 2010r. dr inz. M. Bo¢kowski byt tez redaktorem goscinnym jednego z wydan Journal



of Crystal Growth (Vol. 312 Issue 18). Przewodniczyt oraz wspotprzewodniczyt kolejno w dwu
miedzynarodowych warsztatach po$wieconych objetosciowym pétprzewodnikom azotkowym (2009 —
Polska i 2011 - Japonia). Byt tez przewodniczacym badz wspotprzewodniczacym wielu sesji
po$wieconych  wzrostowi  monokrystalicznych ~ pditprzewodnikéw — azotkowych na  gtéwnych
konferencjach poswieconych pétprzewodnikom azotkowym.

Ocena__w__zakresie dorobku dydaktyczneqo i popularyzatorskieqo oraz wspoélpracy
miedzynarodowej

Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski Habilitanta obejmuje prowadzenie w latach 2002 — 1012
praktyk studenckich w Laboratorium Krystalizacji NL-3 IWC PAN oraz uczestnictwo w latach 2001 —
2005 w piknikach naukowych. Jest on skromny ale tez jest to cecha wnioskéw wychodzacych z
instytucji nie bedacych szkotami wyzszymi. Ten "niedostatek” jest z nawigzkg rekompensowany
aktywnoscig Habilitanta w zakresie wspotpracy naukowej i prac eksperckich. Stosowny zatgcznik
Habilitanta zawiera kilkanascie pozycji w tym zakresie. Wymienig tylko niektére z nich. Aktualnie Pan
dr inz. M. Bockowski jest kierownikiem w dwu projektach odpowiednio NCBIR PBS No 177589
("Zbadanie procesdw objetosciowej krystalizacji GaN metodg HVPE na podiozach Ammono-GaN")
oraz NCN 2012/06/B/ST02516 ("Wyznaczanie nieliniowych statych sprezystosci, piezoelektrycznych,
elektrostrykcyjnych i dielektrycznych objetosciowego azotku galu"). Oprécz tego jest wykonawcg w
dwu innych projektach. W przesziosci kierowat dwoma oraz uczestniczyt w realizacji 4 projektow.
Bedac wiceprezesem spdtkiTopGaN Sp z 0.0. sprawuje nadzér formalny i merytoryczny nad realizacjg
17 projektow (wszystkie tematy projektow sg wymienione w stosownym zataczniku).

W zakresie prac eksperckich Pan dr inz. M. Boc¢kowski byt w latach 2007-2008 ekspertem w
Narodowym Programie Foresight "Polska 2020" oraz kluczowym ekspertem w projekcie
"Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla
zrébwnowazonego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego" (rok 2007). Wszystko to $wiadczy o
niezwyktej aktywnosci naukowej Habilitanta i jego zdolnosciach organizatorskich.

W swojej konkluzji stwierdzam, Zze osiagnigcie naukowe Pana dr. inz. Michala
Boékowskiego spetnia kryteria okreslone w art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, konieczne do
uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych. Publikacje Jego
autorstwa badz wspétautorstwa weszly do szerokiego obiegu naukowego budujac pozycje
naukowq ich autora wykraczajaca daleko poza lokalne srodowisko naukowe. Habilitant jest w
petni dojrzalym samodzielnym badaczem, ktéry potrafi wybiera¢ ciekawa tematyke,
formutowaé problemy i zadania a takze kierowaé zespotami badawczymi. Wnioskuje o nadanie
dr. inz. M. Bo¢kowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.
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